EVALUACIÓN INTEGRADORA – FÍSICA III-A 

  3ra fecha 
                  




19 de febrero de  2009

	Alumno:


	Padrón nº:

	e-mail: 
	Firma:



	Lea atentamente cada pregunta y conteste punto a punto conforme a lo indicado. Indique claramente la respuesta.     JUSTIFIQUE LA FORMULACIÓN, LAS APROXIMACIONES Y LOS CÁLCULOS EXPLÍCITOS.


Puntaje de corrección
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1. Una molécula en estado vibratorio está en un estado descripto por la función de onda 
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son auto-funciones con energía
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 . Determine 
a- La energía media de la molécula en el estado 
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b- La densidad de probabilidad en ese estado. ¿Es un estado estacionario?
c-  Las longitudes de ondas asociadas a las transiciones energéticas de un gas de estas moléculas.
2. El Au tiene una energía de Fermi EFAu = 5.05 eV. Determine:
a- La contribución electrónica a la energía interna de un mol, Uel , a T = 300 K-
b- La velocidad media de los electrones en relación a la velocidad térmica, 
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c- La movilidad electrónica, (n (cm2 V-1 s-1), si a la misma temperatura, la conductividad eléctrica es (Au= 45210000 /ohm.m
3. Una juntura de Au-n-GaAs tiene que emplearse en un circuito integrado como diodo.

a- ¿Qué tipo de impurezas deberá emplearse para tal fin?

b- Estime el rango de dopaje necesario para lograrlo.

	c- Determine la capacitancia de la juntura
χAsGa = 4.07 V
	EgAsGa = 1. 4 V
	m*n = 0.067 m0
	m*p= 0.48 m0
	ФAu = 5.1 V
	ni = 1.8 106 cm-3
	(r = 12


4. Determine la densidad de corriente total y estacionaria en un semiconductor, empleado como un sensor infrarrojo, que al ser iluminado genera un flujo de 1016 pares hueco-electrón cm-2 s-1 en una de sus superficies. Considere al SC largo y de tipo P (NA= 1014 cm-3).
	(n = 8500 cm2 V-1 s-1
	(p = 400 cm2 V-1 s-1
	ni = 1.5 1010 cm-3


5. Una juntura PN de AsGa con un área transversal de 10-5 cm2 tiene las características siguientes:  
	Nd = 1014 cm-3
	Na = 5 1013 cm-3

	(n = 8500 cm2 V-1 s-1
	(p = 400 cm2 V-1 s-1

	(n0 = 10-6 s

	(p0 = 10-7 s

	ni = 1.5 1010 cm-3
	(r = 12


Complete el cuadro para las siguientes tensiones aplicadas:

	Parámetros a calcular [unidades]
	V = 0 Volt
	V = 0.4 Volt
	V = -10 Volt

	Is [(A] corriente de saturación
	
	--------------
	--------------

	( [V] potencial de juntura
	
	
	

	E0 [V cm-1] campo eléctrico máx.
	
	
	


6.  Describa el principio básico de funcionamiento de un capacitor MOSFET y describa su relación con el transistor homónimo.
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